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(57) Abstract: The invention relates to a gas sensor (1) comprising a substrate (2) of a first charge carrier type whereon a drain (3) 
and a source (4) of a second charge carrier type are arranged. A channel area (8) is formed between the drain (3) and the source 
(4). The gas sensor (1) also comprises a gas sensitive layer (10) comprising poles (1 1, 12) between which a gas induced voltage is 
produced according to the concentration of a gas which is in contact with the layer (10). In order to measure said voltage, a pole 
(12) of the gas sensitive layer (10) is capacitatively coupled to the channel area (8) by means of an air gap (14) and the other pole 
(11) is connected to a counter-electrode (13) having a reference potential. A hydrophobic layer (19) is arranged on the surface of 
the gas sensor (1) between the gas sensitive layer (10) and the channel area (8) and/or on a sensor electrode which is connected to a 
gate electrode arranged on the channel area (8). 



fsj (57) Zusammenfassung: Ein Gassensor (1) weist ein Substrat (2) eines ersten Ladungstrogertyps auf, auf dem eine Drain (3) und 
eine Source (4) eines zweiten Ladungstrogertyps angeordnet sind. Zwischen Drain (3) und Source (4) ist ein Kanolbereich (8) ge- 
s^? bildet. Femer hat der Gassensor (1) eine gassensitive Schicht 
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(10), die Pole (11,12) aufweist, zwischen denen in AbhSngigkeit von der Konzentration eines mit der Schicht ( 10) in Kontakt befind- 
lichen Gases eine gasinduzierte Spannung auftritt, Zur Messung der Spannung ist die gassensitive Schicht (10) mit ihrem einen Pol 
(12) iiber einen Luftspolt (14) kopazitiv an den Kanalbereich (8) gekoppelt und mit ihrem anderen Pol (1 1) mit einer ein Bezugspo- 
tentiaJ aufweisenden Gegenelektrode ( 1 3) verbunden. An der Oberfldche des Gassensors ( 1) ist zwischen der gassensitiven Schicht 
(10) und dem Kanalbereich (8) und/oder einer Sensorelektrode, die mit einer an dem Kanalbereich (8) angeordneten Gateelektrode 
elektrisch verbundenen ist, eine hydrophobe Schicht (19) angeordnet. 



